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Контроль состояния полупроводниковых материалов и структур яв

ляется актуальной задачей в процессе технологии их изготовления, пред
ставляющий термические, ионно-лучевые и радиационные воздействия. 
Наиболее чувствительной величиной, характеризующей их совершенство, 
является время жизни (т) неравновесных носителей заряда (НИЗ). Целью 
работы является разработка метода измерения г из данных измерения фо
тотока обратно-смещенного р^-п-перехода.

Зависимость плотности фототока (/) резкого р^-п-перехода от обрат
ного напряжения {U) определяется только шириной области пространст
венного заряда (А):

j(U) = eG [L p+h(U )], (1)
где G -  постоянная скорость генерации электронно-дырочных пар; Lp -  
диффузионная длина дырок в п-области. Вычисляя HJJ) и дифференцируя 
можно получить зависимость,

(dj / dU) -  2 = (2 / eGa)2 • (U + U k), (2)

которая представляет прямую линию с наклоном A(dj/dU)'‘̂ /AU = К ,

где a = (8So/27ceNd)'^^, ІЧ/ -  концентрация мелких доноров. Учитывая, 
что время жизни дырок в базовой области tp=L/Dpy где Dp -  коэффициент 
диффузии дырок, из (1) следует:

Tp = (a2 /D p )[0 ,5 K l/2 j(U )-(U + U k )l/2 ]2 . (3)
В случае диффузионного профиля распределения мелких примесей 

для вычисления параметров Uk, К vl а использовались линейные участки 
зависимости (2) и вольт-фарадной характеристики в области высоких на
пряжений. Измерения проводились при нормальной температуре в режиме 
постоянного тока, при освещении образца со сколотыми боковыми гранями 
лампой накаливания, что обеспечивало условие однородной генерации.

Предложенным методом были исследованы четыре серии кремние
вых р^-п-структур с концентрацией фосфора в диапазоне (3...5)*10^^ см*̂ : 
1, 2 -  изготовлены ионным внедрением бора (2 -  облученные электрона
ми); 3 ,4  -  получены диффузией бора (4 -  с примесью золота). Рассчитан
ное время жизни дырок для различных серий: 1 -  100 нс, 2 --13 нс, 
3 ~ 320 нс, 4 - 4 5  нс. Как видно, метод дает результаты, хорошо коррели
рующие с технологией изготовления и внешними воздействиями, что мо
жет быть использовано для контроля их влияния.
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